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1. 研究の目的 

 本研究の目的は乳がん検出用 UWB レーダーのダイポールアンテナアレーを制御する差動スイ

ッチングマトリクスの開発である。 

2. 回路設計 

0-25 GHz の 2入力 4出力 (DP4T) 差動スイッチのブロック図と 1P1T スイッチをそれぞれ図 1

および図 2に示す。DP4Tスイッチは 65 nm CMOSで設計しチップサイズ 1.30 mm X 2.54 mm（パ

ッド込）である（図 3）。4 出力ポートはグループ 1とグループ 2に分けられ 1P2T_Txスイッチと

1P2T_Rx スイッチによって Tx ポートと Rxポートに接続されている。あるグループの一つの出力

ポートが Txポートに接続される時、グループ 2から別のポートを同時に、Rxポートに接続する

と、出力ポートにおいて、4つの UWB Txアンテナと Rxアンテナを制御できる。 

3. 実験結果 

 シミュレーションを行った結果を図 4に示す。平均の挿入損失はそれぞれ 5 GHz,10 GHz と 15 

GHzにおいて 2.0 dB, 2.7 dBそして 3.6 dBとなった。Txinnから Ant1g1_nの|S11|と|S22|は 0-25 GHz

では 10 dB以上となった。Txポートから Rxポートへのアイソレーションは 30 dB以上となった。 

電源電圧 1.2 Vで消費電力 11 mWであった。 

4. 結論 

周波数帯域 0から 25 GHzの範囲で 1.5から 4.4 dBの挿入損失、30 dB のアイソレーションを有

する差動 Tx/Rx DP4T スイッチを開発した。 

                   

    

 

図 1. DP4Tスイッチのブロック図 

 

図 3. チップ写真 
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図 4. Txinnから Ant1g1_n の Sパラメータと 
アイソレーション 
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図2. 差動の1P1Tスイッチ 
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